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OCVD法での接合容量の効果：電流成分を含んだモデ
ル式の構築
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We discussed applying the open circuit voltage decay (OCVD) method to measure carrier lifetime of power 
devices. A deviation of the carrier lifetime was confirmed by TCAD simulation on low level injection conditions. 
Introducing a transition model of carrier, a high accuracy measurement could be achieved. 
キーワード：パワー半導体，キャリアライフタイム，開放回路電圧減衰法，TCADシミュレーション，PINダイオー
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図 1 OCVD測定回路 
Fig.1. OCVD circuit 
図 2 OCVD法で得られる電圧波形 
Fig.2. Voltage waveform by OCVD 














































表 1 シミュレーション構造の各パラメータ 
Table.1. Parameter of PIN diode 
P層濃度 18101 cm-3 
N層濃度 18101 cm-3 
I層濃度 14101 cm-3 
ホールのキャリアライフタイム 6103  sec 
電子のキャリアライフタイム 61010  sec 
 
図 3 PINダイオードの構造 
Fig.3. Structure of PIN diode 
 
〈3・2〉シミュレーション結果と理論波形の比較 




























Fig.5. Voltage waveform by simulation and calculated 




































Fig.6. Time variation of the hole density by simulation 























図 7 変位電流の発生メカニズム 





























図 8 空乏層での変位電流，ホール電流，電子電流，電界 
Fig.8. Displacement current, electron current, hole 







































































  ………...……………(１２) 
電荷量の変化より電流を求めて， 






























Fig.9. Time variation of the hole density by model of 
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